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【はじめに】 近年、高移動度 Ge-CMOSや Siベースの光デバイスとして Geが注目され、特に

GOI (Ge-on-Insulator) 構造が有望である。これまでに我々は GOI基板作製手法、及び高移動度を

有する Geのエピ成長膜とその GOI化について報告している[1,2]。今回、エピ Ge膜の成長温度に

よる電気特性の比較、GOI構造における Hall移動度評価を行ったので報告する。 

【実験】Fig.1 に示すプロセスにより GOI構造を作製した。Si(100)及び(111)基板上に固体ソース

MBE を用いて成長温度 350℃で膜厚 40 nmの LT-Ge層を成長させた後、成長温度 600～800℃で

500nm～1μmの HT-Ge層を成長した。その後、SiO2/Si支持基板への貼り合わせと選択エッチング

プロセスにより GOIを作製した。GOI作製前の Si基板上 Geエピ膜（Ge-on-Si）と GOI構造につ

いて Hall測定を行った。 

【結果】Fig.1に各成長温度の Ge-on-Si、及び GOI構造の Hall移動度と正孔密度の温度特性を示

す。Ge-on-Siの移動度について見ると、低温領域では、成長温度が高い方が高移動度、低正孔度

であり、結晶性が良好であることを示す。一方、室温付近で大幅な移動度の低下、正孔密度増大

が見られた。これは、欠陥を多量に含む

LT-Ge層からの低移動度の正孔が、室温

付近で急激に増加し、全体としての移動

度を低下させているためと考えられる。

GOI構造において、この LT-Ge層は完

全に除去されるため室温で 2090cm2/Vs

という高正孔 Hall移動度が得られた。

この Hall移動度は高純度バルク Geの

Hall移動度とほぼ一致し、この GOI構

造が非常に高品質であることを示して

いる。本研究の一部は、文科省私立大学

戦略的研究基盤形成支援事業、科学研究
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Fig.1 Ge on Si及び GOI構造のホール測定 
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